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Wymiary powierzchni 
¿wiatfoczuFej: 2,75*2,75

Fotodioda BPWP 34 jest krsempwy epiplanarną fotodiodą i iii, 
zmontowaną na ażufóze i aaiaknięt^ herm tyczni*: ‘ <v prcoe. 
tej obudowie plastikowej.

BPWP 34FOTODIODA PIN



Fotodioda BPWP 34 charakteryzuje się dużej. czul«.: « «¡la -pro­
mieniowania o długości fali r. zakresu bil islcio j pr.-d i o ni
i mai 4 pojemnością' elektryczną. Jest stosowana •,/ m;z.-->d zoniach 
zdalnego sterowania 0'i‘V i bezprzęwodÓ jicso fonii.
Jest funkcjonalnym odpowiednikiem fotodiody I3J v; U4 r.i.rmy 
menso
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Napięcie polaryzacji w kierunku zaporowym
Całkowita moc strat
Zakres temperatury otoczenia 
w czasie pracy
Zakres temperatur przechowywania
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PAR AMETRY CHARAKTERYSTYC ZN li

\ Nazwa parametru Sym­ Jedn. Wartość Warunki po­i
L... .. . bol min. typ. max. miaru
i| .Widmowy zakres pra­
cy

A A nm — 400-1100 — >oit¡=>

Czułość na promie­
niowanie monochro­
matyczne

V A/W — 0,6 "h » 900 nm 
U R - 10 V

Csułość na światło 
białe

o nA
LX

50 70 ~ Tb = 2856 K 
TJR = 10 T

Czas- narastania i 
opadania impulsu 
prądu fotoelektry- 
cznego

t , t- r J f ns 50 iiT = 1 k& 
11̂ = 10 ?
A a 900 nm

Pojemność elektry­czna
nU pF 15 40 UR - 3 V

f = 1 MHz 
E = 0

Natężenie prądu 
ciemnego *0 nil — - 30 UR » 10 V 

E =s 0



Względna charakterystyka widmowa ozułości
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Charakterystyka kątowa czułości fotodiody
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